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โครงการวจิยัมวีตัถุประสงค์เพื่อศกึษาว่า ดสิโลเคชนัที่อนิเตอรเ์ฟสของชิ้นงานที่สงัเคราะห์โดยวธิี
เอพแิทกซวีวิธิพนัธุน์ัน้มอีทิธพิลอย่างไรต่อละอองโลหะบนผวิของแผ่นฐานสารกึ่งตวัน า อาศยัต าแหน่งปจัจุบนั
และรอ่งรอยการเดนิทางของละอองเป็นเครื่องมอืในการศกึษาประวตัแิละลกัษณะสมบตัขิองดสิโลเคชนั  ผล
การศกึษาท าให้เขา้ใจววิฒันาการและสณัฐานของโครงสรา้งระดบัไมโครและนาโนเมตรบนผวิสารกึ่งตวัน า
ตระกูล III-V ต่าง ๆ หลายประการอนัรวมถงึ ๑. การคลายตวัของชัน้อนิเดยีมอารเ์ซไนดท์ีบ่างมากบนสนาม
ความเครยีดลายตารางทีป่ลูกโดยวธิเีอพแิทกซวีวิธิพนัธุ์ ๒. การควบคุมการไหลของโครงสรา้งลวดและรอย
กดัระดบันาโนเมตรบนผวิระนาบ (110) อาศยัอนุภาคนาโน และ ๓. อนัตรกริยิาระหว่างดสิโลเคชนัทีอ่นิเตอร ์

เฟสกบัละอองโลหะทีก่ าลงัเคลื่อนทีด่า้นบน น าไปสู่การเคลื่อนทีข่องละอองทีห่กัเลีย้วในลกัษณะเดยีวกบัลาย
ตารางอนัเป็นแบบรปูพืน้ฐานของวงจรรวมทุกชนิด  ความเขา้ใจระดบัพืน้ฐานน้ีจะน าไปสู่การพฒันาสารประ-
กอบกึง่ตวัน าทัง้ชนิดใหมแ่ละปจัจบุนัทีใ่ชก้นัแพร่หลายในอุตสาหกรรมโฟโตนิกสแ์ละออปโตอเิลก็ทรอนิกส ์
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Abstract 
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The project aims to study the interfacial dislocations (formation and characteristics) in 
heteroepitaxy when the epilayers are strained, using self-running droplets and trails as a guide to 
the history and character of the dislocations. Several key issues regarding the structural evolution 
and morphology of micro and nanostructures on various III-V semiconductor surfaces are identified 
and explained. These include i) the relaxation of ultrathin heteroepitaxial InAs layer on cross-hatch 
stress fields, ii) the controlled growth of nanoscale wires and grooves from self-running droplets on 
(110)-oriented surface using nanoparticles, and iii) the interaction between interfacial dislocations 
and self-running droplets that result in droplets running and turning in cross-hatched pattern basic 
to all integrated circuits. These fundamental understandings will add to the development of existing 
and novel compound semiconductors prevalent in photonics and optoelectronics industries. 
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